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Рассмотрены основные выражения, позволяющие определять значение удельной электропроводности в полупро­
водниковых пластинах и пленках прямоугольной и круглой формы при двухзондовом методе измерений на посто­
янном токе. На основе асимптотического анализа получены приближенные удобные для расчетов формулы для 
разности потенциалов между измерительными зондами. Показано, что в большинстве практически используемых 
случаев предлагаемые асимптотические формулы можно использовать без увеличения измерительной погрешно­
сти в случаях контроля однородности распределения электрофизических параметров исследуемых образцов.
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Введение
Современное состояние развития полупроводниковой электроники предъявляет к используе­

мым материалам все более жесткие требования по качеству изготавливаемых твердотельных кри­
сталлов. Так, на первоначальном этапе построения интегральных микросхем с нанометровыми 
размерами отдельных структурных элементов однородность состава материалов является главным 
критерием качества итогового изделия [1, 2]. Необходимо отметить, что в современных условиях 
сокращения базовых размеров ^-«-переходов до 2-10 нм [3, 4] проблемы обеспечения высокока­
чественных контактов металл -  полупроводник в значительной степени актуализируются, по­
скольку на микро- и наноуровнях необходимо учитывать любые паразитные явления, влияющие 
на работу и электрические свойства производимых электронных элементов и устройств.

Указанные проблемы твердотельной электроники ставят перед исследователями довольно 
обширный круг научно-технических задач, в том числе совершенствование существующих мето­
дов измерений основных электрофизических параметров кристаллов или создание новых, отли­
чающихся большей точностью и надежностью. Среди наиболее распространенных способов кон­
троля ведущую роль играют контактные методы при стационарных электрическом и магнитном 
полях [5]. Способы контактных измерений, описанные в [5], дают довольно надежные результаты, 
при этом ряд произведенных модификаций существующих методик [6] позволил снизить система­
тическую погрешность измерений основных кинетических коэффициентов кристаллов с 6-8 до 
2-4% .

При проведении качественных измерений одного из основных электрофизических параметров 
полупроводниковых кристаллов -  удельной электропроводимости (или удельного сопротивления) 
исследователями предъявляются высокие требования к надежности измерительных контактов 
металл -  полупроводник. Важной характеристикой таких контактов, определяющих границы их 
применения, является величина сопротивления электрическому току.

Цель данной работы -  повышение точности двухзондового метода локального контроля од­
нородности удельной электропроводности в области полупроводниковых образцов прямоугольной 
формы и круглых пластин.
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